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产品描述
EC8-1510S1409是一种混合集成型 IGBT 驱动器，其主

要功能是接收来自控制器的方波信号，经隔离、放大后，施

加到 IGBT的栅极，以控制 IGBT的开启与关断。它通过光耦
为方波信号提供可靠的电气隔离，使得 IGBT所产生的共模
干扰无法影响到控制系统。此外，EC8-1510S1409还能通过
检测 IGBT的集电极欠饱和压降的方法来快速识别 IGBT的过
流或短路状态，率先实施保护功能，避免 IGBT在故障条件
下被烧毁，而后向控制器发出报警信号。

RoHS
产品特点 应用领域

 内部集成高共模抑制比（CMRR）光耦

 (CMR：典型值：30kV/µs，最小值：15kV/µs）

 正、负双电源供电

 输入信号兼容 CMOS&TTL电平

 采用高隔离电压光耦（3750Vrms,1分钟）

 具有短路保护和故障输出功能

 过流故障时输出软关断及定时复位功能

 短路检测抑制时间（盲区）可调

 开关频率高达 40kHz

 管脚及功能完全兼容M57962AL（参见兼容说明）

 通用变频器

 交流伺服驱动系统

 不间断电源（UPS）

 电焊机

最大允许值

项目 符号 测试条件 数值 单位

供电电源输入电压
CCV

DC
18

V
EEV -15

高电平信号输入电流 IHI 端子 13-14之间 25 mA

高电平信号输入电压 IHV 未接限流电阻时 5.25 V

驱动输出电压
oV 输入信号为高 CCV

V
oV 输入信号为低 EEV

输出电流
on gI 脉宽 2µs

频率 f=20kHz
+8

A
off gI -8

输入输出隔离电压 ISOV 正弦 50Hz/60Hz，1分钟，漏电流小于 1mA 3750 VAC

故障输出电流 FOI 8脚输入电流 20 mA

故障保护检测端耐压 1RV 1脚输入电压 50 V

工作温度 OPT -40℃ to +70℃
--

存储温度 STT -50℃ to +125℃
备注：

1. 如无特别说明，Ta=25℃；
2. 20V<VCC-VEE<28V。
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产品特性

产品特性 项目 符号 测试条件 Min. Typ. Max. 单位

输入特性
供电电源输入电压

VCC 直流输入 14 15 --
V

VEE 直流输入 -7 -10 --

高电平信号输入电流 IHI 端子 13-14之间 10 16 20 mA

输出特性
高电平时输出电压 OHV

f=20kHz，VCC=15V ，VEE=-10V
13 14 --

V
低电平时输出电压 OLV -6 -9 --

通用特性

开关频率 f Rg =5Ω 0 20 40 kHz

门极电阻 gR 2 -- -- Ω

开通延迟时间 PLHT
IHI =16mA

VCC=15V
VEE=-10V
Rg =5Ω
f=20kHz

-- 0.4 1

µs
开通上升时间 RT -- 0.7 1

关断延迟时间 PHLT -- 0.6 1.3

关断下降时间 FT -- 0.4 0.8

保护阀值电压 OCPV VCC=15V；VEE=-10V -- 9.2 -- V

保护复位时间 timerT 保护信号开始到结束的时间 1 1.3 2 ms

故障输出电流 FOI 8脚输入电流，R=4.7kΩ -- 5 -- mA

短路检测抑制时间
(盲区时间) tripT 保护动作时，Pin1端电压≥15V，Pin2端

悬空
-- 2.6 --

µs
保护软关断时间 CFT 保护动作时，Pin1端电压≥15V -- 5 --

输出电荷量 gQ
Rg=2Ω，Cg=160nF，VCC=15V，

VEE=-10V
-- 3.4 4.0 µC

正负电源总功率 inP
Rg=2Ω，Cg=160nF，VCC=15V，

VEE=-10V，f=20kHz
-- 3.4 -- W

重量 W -- 5.1 -- g

备注：如无特别说明，Ta=25℃，VCC=15V，VEE=-10V。

应用设计参考

1.典型应用电路

图 1

输入信号兼容 TTL&CMOS
f=20kHz

Vin=3.3-5V
VCC =15V
VEE = -10V
Rg=2Ω
D1为快恢复二极管(trr≤0.2us)
DZ1为 30V TVS管
DZ2、DZ3为 18V TVS管
R1=4.7kΩ
Rge=10kΩ
C1、C2：100uF（低 ESR）
RH、RL、Rtrip和 Ctrip一般无需添加，根据需要进行外接。

注：1.可在电容 C1和 C2两端分别并联一个容值在 1uF-10uF的陶瓷电容，
以降低纹波噪声。

2. D1需根据母线电压不同选取不同的耐压值，一般大于等于母线电压
的 2倍，实际还需要结合客户应用环境选型。
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2.特性定义
1) 短路保护特性
EC8-1510S1409短路状态检测可分为以下三种情况：
A、短路保护信号时间小于短路保护抑制时间，此时驱动器默认为正常状态，不启动保护；
B、短路保护信号时间大于短路保护抑制时间，在驱动控制信号下降过程中短路信号消失，启动保护但短路信号消失后恢复正常工作；
C、短路保护信号时间大于短路自恢复时间，启动保护，且周期性的发出自恢复检测信号，短路信号消失后电路恢复正常工作。

tPLH tPHL

tftr

90%

50%

10%

Vg

VI

图 2 保护示意图 图 3 信号延时测试示意图

2）输入与输出延迟及上升和下降时间特性定义（见图 3）
3）产品工作环境温度与工作频率降额
IGBT驱动器产品的温升与产品工作环境温度、负载及产品工作频率相关，为了使产品安全工作，建议用户在使用产品时参考下列环境温度与工作频率
降额曲线图。

图 4 EC8-1510S1409安全工作区 图 5 减小保护阈值电压 图 6 增加保护阈值电压

3.参数调节
1) 过流保护阈值电压调节特性
过流保护阈值电压是指 IGBT驱动器检测 IGBT过流时，启动保护的门槛电平。EC8-1510S1409产品具有保护阈值电压调节功能，用户可以通过外接
电阻 RH和 RL来调节过流保护阈值电压值，建议调整电压值不可低于 8V，不可高于 10V，具体调整可参考下表。（表内数据仅作参考，实际应用需实
测）

RH(kΩ) RL(kΩ) Vocp(V) Ttrip（µs） 备注

12 --- 10.5 2.52

测试条件：

VCC=15V
VEE=-10V
f=25kHz

24 --- 10.0 2.42

--- --- 9.4 2.32

--- 150 8.8 2.22

--- 100 8.5 2.18

--- 51 8.0 1.90
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过流保护阈值电压受供电电源电压影响，正电源电压越高，过流保护阈值电压越高，负电源供电电压越低，过流保护阈值电压也越高，反之则相

反，同时过流保护阈值电压大小也影响短路保护抑制时间大小，保护阈值电压越高，短路保护抑制时间越短，为了得到合理的短路保护抑制时间，用

户可参照短路保护抑制时间调节特性调节短路保护时间。

2) 短路保护抑制时间调节特性
当 IGBT出现短路或过流时，驱动器从检测到短路或过流到栅极电位下降到正常幅值的 90%，这段时间被称为短路保护抑制(盲区)时间，本驱动器

内部设定了基础的短路保护抑制(盲区)时间，用户可以通过外接 Ctrip电容和 Rtrip来调整盲区时间。建议调整时间不可超出 3.5µs，具体调整可参考下
表。(表内数据仅作参考,实际应用需实测)

图7 保护抑制时间测试 图8 增加保护抑制时间 图9 减小保护抑制时间

4.兼容特性
本产品基本参数和功能脚位兼容于M57962AL系列产品，用户若没有特殊要求可直接替代使用，替代使用需注意以下几点问题：
1.本产品相对于M57962AL产品增加了保护阈值调节功能及功能脚位 7，用户若需要使用此功能可参照上述过流保护阈值调节特性进行适当调节，用户
如无需此调节功能，请将此功能脚悬空处理；

2.本产品相对于M57962AL产品增加了短路保护抑制时间调节功能及功能脚位 2，用户若需要使用此功能可参照上述短路保护抑制时间调节特性进行适
当调节，用户若无需此调节功能，请将此功能脚悬空处理；

3.本产品引脚 3、9、10为未定义功能脚，要在生产测试过程中使用，在用户应用时请将 3、9、10引脚悬空处理；
4.本产品最大输出峰值电流为 8A，相对于M57962AL产品的输出峰值电流有所增加，客户可根据实际电路需要适当调节栅极限流电阻 Rg。

Ctrip（nF） Rtrip（kΩ） Ttrip（µs） 备注

--- --- 2.34

本表格参数

测试条件为：

VCC=15V
VEE=-10V
f=25kHz
Rg=2Ω

--- 51 2.06

--- 20 1.80

4.7 --- 3.16

4.7 51 2.74

4.7 20 2.34

10 --- 4.30

10 51 3.70

10 20 3.14
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外观尺寸、建议印刷版图

注：

1.驱动器到 IGBT栅极和发射极的连线要尽量短，最长不超过 1米；
2.驱动器到 IGBT栅极和发射极的连线建议采用双绞线；
3.为减小 IGBT关断瞬间在集电极产生的高电压尖峰，可以适当增加栅极电阻；
4.由于端子 3、9和 10要在测试中使用，在实际应用中要避免与外部电路连接；
5.电压补偿电容 C1和 C2要尽量靠近驱动器放置；
6.与 1端相连的二极管 D1的耐压值需高于 IGBT关断时集电极承受的峰值电压，其电压等级应与所驱动的 IGBT模块的电压等级近似；
7.电容 Ctrip应尽量贴近端子，与 Pin2端与 Pin6端的连线要尽量短（<5cm）；
8.因 D1的反向恢复特性，当其反向恢复时间较长时，1端可能承受较高的电压，从而损坏驱动器。因此，有必要在 1、6端加入起保护作用的 30V TVS
管 DZ1；
9.若输入信号高电平电压过大导致输入信号电流过大时,可调节限流电阻以满足输入信号电流的要求。信号输入端之间电路为高速光耦的 LED和 150Ω

电阻串联而成。所以外部限流电阻可根据下列公式计算：
 150-

16
7.1-

mA
VVinRin

；

10.本文数据除特殊说明外，都是在 Ta=25℃，湿度<75%RH，输入标称电压和输出额定负载时测得；
11.本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
12.以上均为本手册所列产品型号之性能指标，非标准型号产品的某些指标会超出上述要求；
13.产品涉及法律法规：见“产品特点”；
14.我司产品报废后需按照 ISO14001及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。
15.包装包编号：58220510V


